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Si上縦型深紫外 LEDの開発 

Development of Vertical-type Deep Ultraviolet LED on Si substrate 
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縦型素子構造深紫外LEDは大面積化、高出力化が期待される。我々

のグループは１）はサファイア基板をレーザー剥離することにより縦型

深紫外LEDを実現してきた。しかしレーザー剥離法を用いた縦型深紫

外LEDはレーザー剥離による欠陥生成が問題であった。今回、Si基板

を使用した基板の剥離が必要でない新たな縦型深紫外LEDを提案する。

本デバイスにより素子作製プロセスがきわめて容易であり、低コスト

深紫外LEDが実現できる。 

Si (１１１)基板上に我々の開発した自然形成ボイド発生クラック

回避MOCVD法２）により、AlGaNを作製した。素子構造は図１に示されている。X線解析により

AlGaN (００２)の半値幅は８３２秒であった。量子井戸は３１０nmでの発光を前提に設計した。 

図２に開発したLEDの電流-電圧特性を、図３に電流-光出力特性を示す。図２よりヘテロ構造に

由来するP-N接合特性が確認される。図３のI-L特性並びにビデオによる発光観察より本デバイス

の発光を確認できた。 

今後種々の波長で設計したデバイスの分光スペクトルの観測、さらにデバイスの最適化、高出

力化、高効率化に向かって実験を進める。 
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Zu 図２ LED の電流-電圧特性 Z 図３ LED の電流-光出力特性 
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Zu 図１ 縦型深紫外 LED 構造 
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